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太陽電池用単結晶シリコン中の酸素は結晶成

長およびデバイスプロセス中に析出，成長し，キ

ャリア寿命の主要な劣化要因となる[1]．本研究

では太陽電池プロセスによる酸素析出物の成長

とデバイスへの影響を透過電子顕微鏡（TEM）

評価から議論する．また析出の初期状態の影響を

検討するため 2 種の成長条件（CZ-A, CZ-B）を

用い，~1000 °Cの処理を含む n型 PERT 両面受光

型セル作製プロセス後の基板を観察した． 

低倍 TEM 像によって決定した基板中心部の酸

素析出密度を Fig. 1 に示す．いずれの成長条件に

ついても炭素濃度と析出密度は線形に近い相関

を示した．太陽電池セルの変換効率は図中の B2

で最大を示した．さらに高倍 TEM観察を析出物

に対して行なった．CZ-Ａによる A2, および

CZ-Bによる B1, B2の像と観察された転位を Fig. 

2 に示す．析出密度の小さい B2 では B1 と比較

して析出物が大きく成長し，周囲に転位が発生し

ている．一方で A2 では鎖状に分布した析出物周

囲に高い密度で転位が分布した．講演ではこれら

の結果を変換効率への影響と合わせて議論する． 
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Fig. 1 Oxygen precipitate density for different 

carbon concentrations and growth conditions. 

   

Fig. 2 TEM images at oxygen precipitates in A2, B1, and B2. Yellow symbols show positions of 

dislocations. 
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